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シリコン製ステンシルマスクによるリンのマスク注入

• シリコンデバイスにおいて拡散層を形成するプロセス技術としてイオン注入法がある。イオン注入法によれば熱力学的に

非平衡な不純物プロファイルを面内均一性高く形成することが可能である。

• ハードマスクを利用するマスク注入法によればフォトリソなしで基板の特定領域へ拡散層を形成できるが、拡散層の面積と

位置精度に応じたマスクの加工精度と位置合わせが求められるため、微細な拡散層ほどマスク注入の難易度が上がる。

• 本研究において、大面積シリコン製ステンシルマスクによる太陽電池基板へのマスク注入プロセス技術を開発する。
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• 200mmΦと300mmΦのシリコン基板にスリット加工を施し

た大面積ステンシルマスクを開発し、156mm角の太陽電

池用基板への一括マスク注入を可能にした。

• シリコン製マスクによる注入層は従来のカーボン製よりも

細線（注入幅~100 µm）でエッジラフネス（数µm）が小さい。

• シリコン製ステンシルマスクを用いてテクスチャー基板へ

リンのマスク注入を実施し、均一な深さのリン拡散層を形

成した。
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図1 マスク注入による拡散層の形成法 図2 シリコン製ステンシルマスク（200mmΦシリコン基板）

図3 マスク注入によるリン注入層のレーザ顕微鏡像

(a) シリコン製マスク (b) カーボン製マスク（従来法）

図4 シリコン製マスクによるリン注入層の走査型電子顕微鏡像

(a) スリット領域 (b) ｽﾘｯﾄ端部の注入/未注入の境界

図5 マスク注入によるリン拡散層（活性化アニール後）の走査型容量顕微鏡像
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表層の白いコントラストがリン高濃度層
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